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CAPITULO 6 - TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO MOS
5.1 ESTRUTURA FiSICA DO TRANSISTOR MOS

/ Metal o
. (or polysilicon) Silicon dioxide

(Si0,)

Ug _ Ug . Up
i lg ? p
Source (S) | ° | Gate (G) Drain (D)
lt’ ST /“{

nt—w| Channel region| o+

L

p-type substrate

ig Body (B)

Ug

Desenho esquematico do MOSFET canal n

TE 046 Dispositivos Eletronicos 2 G I

_atlShe
4 -
[Han
BEESEES
e



5.2 OPERACAO DO TRANSISTOR MOS

5.2.1 O Capacitor MOS
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5.2.2 Analise Qualitativa do Transistor MOS
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Inversao
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5.3 DETERMINAGCAO DA CARACTERISTICA |-V DO MOSFET
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Exemplo: Considere um processo de fabricacao MOS no qual mez 0,18 um,
H= 440 cm?/Vs e VT= 0,35 V.

a) Para um MOSFET de W/L = 2 pm/0,2 pm calcule V_ e V
operar o transistor na saturacao com uma corrente de 25 pA.

para

DSmmin

b) Para o dispositivo em a) ache o valor de V__ necessario para operar o
dispositivo como um resistor de 1000 Q, para V__ muito pequeno.
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5.3.1 Caracteristica ID- VDS
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5.3.2 Caracteristica de saida na saturacao (modulacido do comprimento do canal)
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Resumo e Simbologia
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5.4 TRANSISTOR PMOS
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Resumo e Simbologia
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5.5 TECNOLOGIA CMOS
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5.6 INVERSOR LOGICO CMOS

CARACTERISTICA DE TRANSFERENCIA DC
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REGIOES DE OPERACAO
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NIiVEIS LOGICOS

Determinacao de V
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MARGENS DE RUIDO
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